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【研究背景】 

カーボン(C)媒介による Si 基板上の Ge 量子ド

ット(QD)の自己組織的形成に関して、C-Si 結

合反応による c(4×4)表面再構成を利用したGe 

QD 形成(SR ドット)[1]と、低温連続堆積で形成

した Ge/C/Si(100)構造からの固相成長による

Ge QD形成(SPEドット)について検討してきた
[2]。発光デバイスの実現には QDの積層が求め

られ、本研究では、SR ドット上に形成した Si

スペーサ層上における SPE ドット形成につい

て検討した。 

【実験方法】 

試料は固体ソースMBE装置を用いて作製した。

Si(100)基板上に基板温度 200°Cで 0.25 MLのC

を堆積後、10 分間の 750°C 熱処理により表面

再構成した。その後、450°C で 2 nmの Geを堆

積して SR ドットを形成し、10 nmの Siスペー

サも連続的に形成した。その後、Si スペーサ

層上に 0.25 MLの Cと 1 nmの Geを 250°Cで

連続的に堆積し、5 分間の 650°C熱処理により

SPEドットを形成した。表面形状は AFMによ

り評価した。 

【結果と考察】 

各構造のAFM像と粒径のヒストグラムをそれ

ぞれ Fig. 1と Fig. 2に示す。Si基板上に形成し

た SR ドットは平均粒径 17.7 nmで均一に形成

された。SR ドット上へ Siスペーサ層を形成す

ることによる大きな表面形状の変化はなく、均

一な粒状構造が維持された。Si スペーサ上に

形成した SPEドットは、25 - 35 nm径の QDが

増加し、不均一に QDが形成された。Si基板上

に形成したSPEドットの平均粒径が30.6 nmで

あることから、Si スペーサ層上においても大

粒径の SPE ドットが形成されたと考える。講

演では C 被覆率と Ge 堆積量の影響や、QD と

Si スペーサ層に印加される歪などについて発

表する予定である。 
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Fig. 1. AFM images. 

Fig. 2. Diameter histograms. 

10

0

15

0

10

0

10

0

5
0
0
 n

m

(nm)

SPE dot/Si/SR dotSPE dot/Si sub

Si spacer/SR dotSR dot/Si sub (nm)

(nm)(nm)

0

20

40

0 10 20 30 40 500 10 20 30 40 50
0

0.5

1.0

diameter (nm)

d
e

n
s
it
y
 (

1
0

1
1

c
m

-2
)

SPE dot/Si/SR dotSPE dot/Si sub

Si spacer/SR dot

0

0.5

1.0
SR dot/

Si sub

第64回応用物理学会春季学術講演会 講演予稿集 (2017 パシフィコ横浜)14a-318-2 

© 2017年 応用物理学会 13-041 15.5

 


